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M e m o r i a  D e s c r i p t i v a

Este invento se refiere  a repetidores semiconduc­

tores de señales, y más particularmente a los circuitos bies
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res.tablea que comprenden transitores

Un circuito biestable es el que tiene dos situa-

eiones de equilibrio y se puede desviar, cambiar o pausar 

de una de e llas a la  otra, rápidamente. Aparatos tales co­

te superior a l ,  se prestan para aplicaciones en circuitos 

biestables. El factor de amplificación de corriente, o a l­

fa , de un transistor es la  relación entre sus corrientes

de colector y de emisor. Conectando una impedancia reía­

lo tivamente grande a l electrodo de base de un transistor con 

factor de amplificación de corriente superior a 1 , se ob­

tiene una característica de transistor de entrada con una 

región de resistencia negativa. Tales circuitos con tran­

sistor e impedancia de base se describen, por ejemplo, en 

15 la  patente de los Estados Unidos, n2 2 . 629 . 8 3 3 , otorgada 

a R.L. Trent e l 24 de febrero de 1953.

contacto de punto, de los cuales son ejeopio los descritos 

en la  patente estadounidense ns 2 . 5 2 4 . 0 3 5 , otorgada e l 3 

20 de octubre de 1950 a J. Barde en y W.H.Brattain, y loa de 

enpalme, como loe reseñados en la  patente estadounidense 

n2 2 . 569 . 3 4 7 $ otorgada e l 25 de septiembre de 1951 a W. 

Shockley. Los transistores de contacto en punta, tienen 

un factor de amplificación de corriente mayor de 1 , y los 

25 de empalme lo  tienen menor de 1 .

también por su tipo de conductividad, siendo los transis­

tores de empalme NPN, por ejemplo, opuestos a los PSP.

Los transistores de empalme de tipos de conductividad opues 

tos se pueden interconectar para componer un aparato tran­

sistor combinado, con factor de amplificación de corriente

Dos clases admitidas de transistores son los de

Los transistores de la s  dos clases se dividen
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superior a 1 , y que puede aplicarse en vez del transistor 

de contacto en punta a circuitos biestablea. Tales tran­

sistores combinados se desciñban, por ejemplo, en la  paten­

te de los Estados Unidos nR 2.655.609, otorgada a W.Shock- 

ley e l 13 de octubre de 1953.

Uh objeto general de este invento es proporcio­

nar un repetidor combinado perfeccionado con factor de am­

plificación  de corriente superior a 1, para que, con una 

impedancia de base, pueda utilizarse como elemento de re­

sistencia negativa en un circuito biestable.

Otro objeto general de este invento es obtener 

características de funcionamiento nuevas y perfeccionadas 

para elementos de circuito provistos de transistores.

Otros objetos más concretos de este invento con­

sisten en obtener factores de amplificación de corriente 

relativamente a ltos, pero regulados, y también corrientes 

de fuga y disipaciones relativamente bajas para repetido­

res combinados previstos de transistores de empalme.

Otro objeto especifico de este invento es propor­

cionar un repetidor combinado con factor de amplificación 

de corriente ajustable.

De conformidad con una forma ilustrativa  de rea­

lización de este invento, un par de transistores de empal­

me, de tipos de conductividad opuestos, se intereonectan 

con la  base de cada transistor acoplada a l colector del -  

otro. Los transistores de empalme ínter conectados, con 

dos impedancias, se conectan como una combinación de ter­

minal trip le . Un terminal está conectado a l emisor de uno 

de lo s  transistores; otro, a la  base del mismo transistor, 

y las dos impedancias conectan respectivamente la  base y 

e l emisor del otro transistor a l tercer terminal. El d is -



positivo de terminal tr ip le , que conprende las  dos impe- 

dancias, sirve para proporcionar un factor de amplificación 

de corriente mayor de 1 .

Una característica de este invento se refiere a 

la  disposición de dos impedancias conectadas como parte del 

aparato combinado. Las dos impedancias regulan el a lfa  com 

puesto y reducen las  corrientes de fuga, de modo que la  di­

mensión del a lfa  de los transistores de enpalme utilizados 

en el aparato no se lim ita por e llo .

Otra característica de este invento se relaciona 

con medios para ajustar fácilmente el a lfa  compuesto del 

aparato transistor combinado.

Otra característica del invento atañe a la  u t i l i ­

zación del aparato combinado como elemento de resistencia 

negativa en un circuito biestable.

Otra característica más de este invento se re fie ­

re a medios incluidos en e l aparato combinado para dismi­

nuir e l intervalo de conexión del circuito biestable. La 

impedancia conectada desde el terminal de salida del apara­

to combinado a l  electrodo de base de uno de los transisto­

res de enpalme comprende un inductor que sirve para aumen­

tar e l factor conpuesto de amplificación de corriente del 

aparato durante la  conexión. La gran amplificación transi­

toria  de corriente se traduce en un intervalo de conexión 

relativamente corto.

Otra característica de este invento concierne a 

medios para reducir e l factor de amplificación de corrien­

te durante el intervalo de desconexi ón. El inductor s ir ­

ve para mantener la  corriente de derivación a fin  de redu­

cir efectivamente e l factor de amplificación de corriente 

durante e l intervalo de desconexión.
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Otros objetos y características del invento se

apreciarán por la  lectura de la  descripción siguiente, con 

referencia a l plano, en e l que representan:

La figura 1, un circuito del aparato transistor 

combinado de este invento.

La figura 2, una serie de curvas que ilustran el 

funcionamiento de los aparatos transistores combinados de 

este invento. En esta figura las  ordenadas representan vol 

tíos y las abcisas miliamperios.

La figura 3, un esquema del circuito biestable 

de transistores de este invento.

Segdn el dibujo, el transistor de terminal trip le  

representado en la  figura 1  comprende un par de transisto­

res de empalme 10  y 1 1 , de tipos de conductividad opuestas. 

El transistor 10 es un transistor de empalme PNP, con emi­

sor 13) colector 14 y base 15; y e l transistor 11  es un 

transistor de empalme NPN, con emisor 16, colector 17 y ba­

se 18. Los dos transistores 10 y 11, que se prefieren de 

características de funcionamiento similares en substancia, 

salvo, como es natural, la  diferencia de polaridades, es­

tán conectados entre tres terminal es 21, 22 y 23. EL emi­

sor 13 y la  base 15 del trahsistor 10  están conectados res­

pectivamente a los terminales 21 y 2 2 , y e l emisor 16 y la  

base 18 lo están respectivamente a l terminal 2 3 , por inter­

medio de los reostatos 20 y 19.

Los terminales 21, 22 y 23 funcionan respectiva­

mente como emisor, base y colector del aparato transistor 

combinado o de conexión en cadena expuesto en l a  figura 1 .

A continuación se describen ejemplos de conexiones exterio­

res de circuito a los terminales 2 1 , 22 y 2 3 , representadas 

en la  figura 3. E l factor compuesto de amplificación de
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frecuencia, o relación entre la  corriente de colector ( la  

que pasa por el terminal 23) y l a  de emisor ( la  que pasa 

por el terminal 2 1 ) del aparato es mayor de 1 , aunque los 

factores intrínsecos de amplificación de corriente de los 

5 transistores de empalme 10 y 11 sean menores de 1. E l fac­

tor compuesto de amplificación de corriente del aparato com 

binado expuesto en la  figura  1 está regulado por los reós- 

tatos 19 y 20. Si e l reóstato 19 se ajusta para oponer una 

resistencia in fin ita , o circuito abierto, y  e l reóstato 20  

10  se ajusta para oponer una resistencia cero, o corto circui­

to, el emisor 16 del transistor NBN 11  se convierte funcio­

nalmente en colector del aparato combinado. Cuando los 

reóstatos 19 y  20  están así ajustados, es como s i no exis­

tiesen funcionalmente en la  combinación. Cuando se ajustan 

15 de este modo los reóstatos i9 y 20, e l aparato combinado

constituye un transistor equivalente, con un factor compues­

to de amplificación de potencia a lfa  dado por la  relación

a lfa  = a lfa  (1 0 )
l - " á & a l í l 7

donde a lfa  (1 0 ) es e l  factor de amplificación de corriente
20

del transistor 1 0 , y a lfa  ( 11 ) ,  e l factor de amplificación

de corriente del transistor 11. Es evidente que el a lfa

compuesto es mucho mayor que a lfa  (1 0 ) o a lfa  (1 1 ) ;  por ejem

pío, si a lfa  (10) y a lfa  (11) son iguales a 0,9, e l a lfa

compuesto es igual a 9 . EL a lfa  compuesto se hace mayor a 
25

medida que el a lfa  del transistor 11 se acerca a 1 .

Con los  reóstatos 19 y 20 efectivamente fuera del 

circuito, como se describe antes, la  corriente de fuga to­

ta l del aparato combinado viene dada por la  relación

corriente de fuga to ta l = 1 ° ° ^ ^ ^ ¿ ^ ( 1 1 ) * ^

donde Ico (10) e Ico (11) son, respectivamente, las corrien

30
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tes de fuga de los transistores 10 y  11. Es evidente, pues, 

que la  corriente total de fuga seria muy elevada s i  e l  fac­

tor de amplificación de corriente o a lfa  del transistor 11 

se aproxima a 1 .

Las dos características, a lfa  compuesto y corrien 

te total de fuga, inponen limitaciones a l factor de ampli­

ficación de corriente del transistor 11  cuando los reósta- 

tos 19 y 20  se ajustan del modo descrito antes, para opo­

ner respectivamente impedancias in fin ita  y cero. Para apli 

oaciones en circuitos biestables, el a lfa  compuesto debe 

estar comprendido entre 1 , 6 y 4 * y la  corriente total de 

fuga, ha de ser menor de 1  miliampere. Si el a lfa  compues­

to es mucho menor de 1 , 6 , un circuito biestable que com­

prenda el aparato combinado no puede pasar fácilmente de 

una situación a otra, y en realidad deja de ser un circui­

to b i estable. Si e l factor compuesto de amplificación de 

corriente es mayor de 4 , la  corriente reajustada necesaria 

para pasar e l circuito biestable de su posición de corrien­

te elevada a la  de corriente baja es casi tan grande coimo la  

corriente de carga. Por ejemplo, la  corriente reajustada 

necesaria para un circuito biestable que u tilice  un apara­

to combinado con factor compuesto de amplificación de co­

rriente 9 , es 8 /9  de la  corriente total de colector.

Además, s i  la  corriente total de fuga pasa de 1 

miliampere, la  disipación en los transistores 10  y H  y en 

los componentes del circuito asociados que maestra la  f i ­

gura 3 es, desde luego, relativamente grande, y se compro­

mete la  biestabilidad. Esta se hace imposible con corrien­

tes grandes de fuga conjugadas con a lfa  compuesto elevado, 

porque el circuito biestable se desvía automáticamente a 

una situación de corriente alta. La fuga grande restituye



automáti camante e l  circuito a una situación de elevada co­

rriente después de terminar un impulso reajustado.

Por estas razones, cuando los reóstatos 19 y 20 

no están incluidos en el aparato combinado, el factor de 

5 amplificación de corriente del transistor 11 debe lim itar­

se a un valor in ferior a 0,75. Los reóstatos 19 y 20 ajus­

tan el factor compuesto de amplificación de corriente y re­

ducen la  corriente total de fuga y la  corriente reajustada 

necesaria, de modo que no se restringen las magnitudes de 

10  los factores de amplificación de corriente de los transis­

tores 10  y 1 1 .

El reòstato 19 deriva parte de la  corriente de 

colector del transistor 10  en tomo del transistor 1 1 . Más 

concretamente, la  corriente de colector del transistor 10  

15 se lleva  a un circuito paralelo de dos ramas, una de e llas  

consistente en el empalme "base a emisor" del transistor 1 1 , 

en serie con e l reòstato 2 0 , y l a  otra formada por el reòs­

tato 19. La porción de corriente de colector del transis­

tor 10  que pasa por e l reòstato 19 no es amplificada por el 

20 transistor 11. Además, parte de la  corriente de colector 

del transistor 11 se deriva a través del reòstato 19, en 

vez de pasar amplificada a l emisor 16 del transistor 1 1 . 

Parte de las corrientes de colector del transistor 10  y del 

transistor 11  se substrae de este modo a la  amplificación 

25 por e l transistor 11. La cuantía de estas corrientes des­

viadas se regula por la  magnitud de la  resistencia opuesta 

por e l reòstato 19. Cuando menor resistencia oponga el reóts 

tato 19, mayores serán las corrientes derivadas y menor el 

factor compuesto de amplificación de corriente del aparato 

30 combinado.

Este sistena de derivación no sólo reduce e l fac -
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tor de amplificación, de corriente dáL aparato combinado,si­

no que regula eficazmente la  corriente total de fuga del 

mismo. Parte de las corrientes de fuga del transistor 10 

y del transistor 11 se deriva por el reòstato 19 a l termi­

nal 2 3 , en vez de pasar amplificadas por el transistor 11  

a l terminal 23. Cuando e l aparato combinado se encuentra 

en situación de baja corriente, e l efecto del reòstato 19 

sobre el factor compuesto de amplificación de corriente y 

la  corriente tota l de fuga viene reforzado por la  resisten­

cia relativamente elevada que opone el empalme de emisor 

del transistor 1 1 . En la  situación de baja corriente, la  

resistencia opuesta por el empalme de emisor del transis­

tor 11 es grande, de manera que una elevada proporción de 

las corrientes de colector de los transmisores 10  y 11 se 

deriva a través del reòstato 19. Pero cuando e l aparato 

combinado se halla en una situación de corriente alta, e l 

ecpalme de emisor del transistor 11  opone una impelaneia 

muy baja, de modo que se deriva una proporción menor de las  

corrientes de colector de los transistores 10  y 11 a través 

del reòstato 19. Asi, e l  factor de amplificación de co­

rriente del aparato combinado es pequeño cuando este apara­

to se halla  en situación de escasa corriente, y mayor cuan­

do se encuentra en situación de corriente intensa. La ele­

vada impedancia del empalme de emisor a niveles bajos de 

corriente hace el factor compuesto de amplificación de co­

rriente del aparato combinalo muy aproximadamente igual al 

factor de amplificación de corriente del transistor PNP 10.

Como la  impedancia del enpalme de emisor del tran­

sistor 11  es muy pequeña a niveles altos de corriente, el 

reòstato 19 está derivado por una impedancia muy pequeña s i  

el reòstato 20  se justa para presentar una conexión de cor-



to circuito del emisor 16 al terminal 23. Como antes se ha 

descrito* no sólo es necesario lim itar la  magnitud del fac­

tor compuesto de anplificaciòn de corriente a niveles bajos 

de corriente, a causa de los efectos de corriente de fuga, 

sino también a niveles altos de corriente, para lim itar la  

magnitud necesaria de corrientes reajustadas. El reòstato 

20 f i j a  e l valor máximo del factor conquesto de amplifica­

ción de corriente a niveles de corriente elevados, y lo  ha­

ce porque introduce en el circuito de emisor del transistor 

una impe Rancia paralela a l trayecto a través del reòstato 

19. Por tanto, algunas de las corrientes de colector de 

los transistores 10  y 11 son derivadas a través del reòs­

tato 19 a niveles altos de corriente, y también a niveles 

bajos. Incluso con el reòstato 20, la  proporción de co­

rrientes de colector derivadas a través del reòstato 19 a 

niveles altos de corriente es menor que la  de corrientes 

derivadas por e l reòstato 19 a niveles bajos ,a causa del cam­

bio de inpedancia del empalme de emisor del transistor 1 1 .

EL reòstato 20, además de f i j a r  e l máximo factor 

compuesto de amplificación de corriente a niveles elevados, 

contribuye a reducir las corrientes de fuga. La impedan­

cia agregada en e l circuito de emisor del transistor 11 ha­

ce que pase por e l reòstato 19 una proporción mayor de las  

corrientes de colector de los transistores 10 y 11. A tem­

peraturas relativamente a ltas, se reduce la  impedancia opues 

ta por los enpalmes de emisor de los transistores citados. 

Por consiguiente, el reòstato 20 desenpeña una función im­

portante a l mantener reducidas las  corrientes de fuga a tem 

peraturas ambientes algo elevadas.

La disipación total de potencia del aparato com­

binado es muy pequeña, por pasar corrientes bajas por los
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circuitos de base muy resistentes de los transistores 1 0  y 
1 1 . Cuando los  reóstatos 19 y 20  se incluyen en eL aparato 

combinado, la  disipación es menor para niveles bajos de co­

rriente, para niveles altos, y también durante los efectos 

transitorios; y es menor porque parte de la  corriente que 

pasaría por la  base 15 o por la  base 18  en condiciones nor­

males se desvia a través del reóstato 1 9 *

El aparato combinado de la  figura 1 puede u t i li ­

zarse dentro de un circuito biestable expuesto en l a  figu ­

ra  3. Los terminales 21, 22 y 23 de esta figura son simi­

lares a lo s  que en la  figura 1 llevan  esos ndmeros. Este 

aparato combinado de la  figura 3 , en l a  porción conprendi­

da entre los terminales 2 1 , 22 y 23, es una modificación 

del ya descrito y representado en la  figura 1 . Cuando se 

u tiliza  este dltimo ai. e l circuito biestable de la  figura  

3 , proporciona una característica de resistencia negativa 

del tipo expuesto en l a  figura 2 .

La característica negativa tiene una región H de 

resistencia positiva y baja corriente, una región A de re­

sistencia negativa, y una región D de resistencia positiva  

y elevada corriente* Las curvas B y C ilustran las  varia­

ciones de la  región de resistencia negativa por efecto del 

ajuste de los reóstatos 19 y 20. EL circuito bies tabla re­

presentado en la  figura 3 tiene dos situaciones de equili­

brio: una en e l punto 0  de la  región H de resistencia po­

s it iva  y baja corriente, y otra en el punto E de la  región 

de resistencia positiva y corriente elevada. Los puntos 

0 y E están en la  línea de carga J del emisor, que inter­

seca la  característica de resistencia negativa por los pun­

tos G, K y E. Las características de resistencia negati­

va difieren de las características ordinarias de resisten-
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eia negativa de un transistor en que la  porción de corrien- 

te baja de emisor en la  región A, es relativamente horizon­

ta l. La región A de resistencia negativa es relativamente 

horizontal para corrientes bajas de emisor porque el apara­

to combinado tiene un factor de amplificación de corriente 

muy bajo a niveles bajos de corriente, segdh queda explica­

do. El efecto del faotor reducido de amplificación de co­

rriente a niveles bajos, o de la  porción horizontal de la  

característica, es una degradación de la  sensibilidad de 

conexión. Como se expone más adelante', e l empleo de una 

impedancia inductiva en vez del reòstato 19 como v ía  de de­

rivación para las  corrientes de colector de los transisto­

res 10  y 11  compensa la  degradación de la  sensibilidad de 

conexión, y proporciona una región de resistencia negativa 

señalada por la  curva de trazos F y parte de la  región A.

El aparato combinado expuesto en l a  figura 3 es 

similar a l de la  figura 1 , salvo que el ndmero 19 designa 

un circuito ajnstahle en vez de un reòstato. El electrodo 

de base 18 del transistor 11 está conectado, a través del 

inductor 26 y la  resistencia 2 7 , al terminal 2 3 , y e l induc 

tor 26 y la  resistencia 27, conectadas en serie, están de­

rivados por la  resistencia 28. El inductor 26 mejora la  

sensibilidad de conexión haciendo relativamente alto el fac­

tor compuesto de amplificación de corriente durante el efec­

to transitorio de conexión. En este intervalo, e l inductor 

26 opone una gran impedancia, de modo que es mucho mayor la  

proporción de las  corrientes de colector de los transisto­

res 10 y 11 que se amplifican a través del transistor 1 1 , y 

se necesita menos corriente de entrada para desviar o cam­

biar la  situación del circuito biestable. Cuando cesa el 

efecto transistorio, el inductor 26 vuelve a ofrecer una

-  12 -
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impedancia baja para poder derivar del transistor 1 1  una ma 

yor proporción de corrientes de colector. De este modo, el 

inductor aumenta e l a lfa  conpuesto del aparato durante el 

intervalo de conmutación, y reduce el intervalo de conexión 

Es importante que e l  factor de amplificación de corriente 

del aparato combinado esté relativamente alto durante e l 

cambio, para reducir e l intervalo de paso del aparato com­

binado de una situación de corriente a otra. La resisten­

cia 28 tiene el doble objetivo de disipar los efectos tran­

sitorios provocados en e l inductor 26 y de lim itar e l fac­

tor compuesto momentáneo de anplificaciónde corriente para 

que no sea excesivo. Esta última función es necesaria a 

f in  de evitar que el circuito biestable sea sensible hasta 

el punto de reaccionar a captaciones inductivas.

El inductor 26 no afecta a l factor de anp lifica - 

ción de corriente durante una situación firme. En conse­

cuencia, e l factor efectivo de amplificación de corriente 

para corrientes de fuga se mantiene bajo.

El circuito biestable representado ai l a  figura 3 

se establece por un inpulso de entrada suministrado a tra­

vés del terminal de entrada 30 y e l condensador de acopla­

miento 31 al terminal 21 del aparato combinado. El termi­

nal 21 está conectado a tie rra  a través del varistor 33, 

derivado por la  resistencia 34. El varistor 33 deriva im­

pulsos negativos por e l terminal 30 a t ie rra , y la  resis­

tencia 34 funciona como parte de un circuito polarizante 

para e l aparato combinado. Este circuito polarizante com­

prende el generador de tensión 35 de 4  6 vo lts, conectado 

a través de la  resistencia de base 25 a l terminal 22 del 

aparato combinado. El emisor 13 del transistor 10 está nor­

malmente polarizado a la  inversa respecto a la  base 15 del
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transistor 10  en 6 volts, por efecto de la  disposición po­

larizante. Por tanto, e l impulso de entrada ha de ser ma­

yor de 6 volts para vencer esta polarización y pasar el 

circuito biestable de su situación de baja corriente a la  

de corriente elevada.

El circuito biestable recibe impulsos reajustados 

por e l terminal 3 7 , el condensador de acoplamiento 33 y el 

varistor 3 9 , que van a l terminal 22 del aparato combinado.

EL varistor 39 se polariza a la  inversa cuando e l circuito 

se halla  en situación de equilibrio de baja corriente, por 

su conexión a través de la  resistencia 40 con tierra , por 

un lado, y a través de la  resistencia 25 con el generador 

de tensión 35 de 4 6 volts, por otro.

El inductor 26 reduce e l factor compuesto de am­

plificación  de corriente durante e l intervalo de descone­

xión, por mantener la  corriente de derivación a través del 

sistema ajustable 19. El inductor 26 desempeña así una fun­

ción doble, pues aumenta e l factor de amplificación de co­

rriente durante el intervalo de conexión, y lo  disminuye 

durante el intervalo de desconexión. La reducción del fac­

tor de ampi i f  i  c ac ión de corriente durante el intervalo de 

desconexión permite u tilizar corrientes reajustadas meno­

res para reajustar el circuito biestable.

Uh ej empio de realización de este invento compren­

de los siguientes parámetros de circuito:

Transistor 10 -  W.B.1 8 6 8 , a lfa  = 0,99 

Transistor 11 -  W.E.I8 5 3 , a lfa  = 0,99 

Reòstato 20 -  ajustado a 20 ohms.

Resistencia 25 -  3.000 ohms.

Inductor 26 -  300 microhenries

Reòstato 27 -  ajustado a 60 ohms.
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Resistencia 28 -  500 ohms 

Condensador 31 -  0,01 microfarad 

Resistencia 34 -  51.000 ohms 

Batería 35 - 4 -6  volts

Condensador 38 -  0,05 microfarad 

Resistencia 40 -  10.000 ohms 

Resis-tencia 41 -  1.600 ohms 

Batería 42 -  -  16 volts.

Oon los parámetros de circuito precedentes, e l 

aparato combinado tiene factores de amplificación de co­

rriente aproximados de 1,03, 3 y 1 0 , respectivamente, en 

la  situación de baja corriente, en la  de alta  corriente y 

en la  de transición del circuito biestable. Con los reós­

tatos 19 y 20  ajustados segán se indica, la  disipación en 

lo s  transistores 10  y 11 es aproximadamente 1/4 de la  d isi­

pación en los mismos cuando tales reóstatos no se incluyen 

en e l circuito. Bn otras palabras, lo s  reóstatos 19 y 20  

reducen materialmente la  disipación en los transistores 1 0

y n.
El presente invento no se lim ita, desde luego, a 

los indicados parámetros ni a la  configuración particular 

de circuito aquí expuesta,y debe entenderse que las dispo­

siciones descritas son simplemente ilustrativas de la  apli­

cación de los principios de este invento. Los entendidos 

en l a  materia pueden idear muchas otras disposiciones sin 

apartarse del espíritu y alcance del invento.

---- = = ,  R O T A  :==-

30 Se reivindica como objeto de esta patente:

1 . -  Aparato regulador de un circuito eléctrico



-  16 -

241564

10

s.

15

20

25
/

de tres terminales, que comprende un par de transistores 

(1 0  ̂ 1 1 ) de tipos opuestos de conductividad, cada uno de 

e llo s con una base (1 5 ,1 8 ) ,  un emisor (1 3 ,1 6 ) y un colec­

tor (14,17); caracterizado por medios que conectan la  base 

de cada transistor con e l colector del otro transistor;una 

primera conexión ( 2 1 ) con el emisor (13) de uno de los tran­

sistores (10); una segunda conexión (22) con la  base (15) 

del citado transistor (1 0 ) ;  una impedancia conectada a la  

, base ( l 8 ) del segundo transistor (H ) ;  una impedancia (20) 

conectada a l emisor ¿ i6 ) del segundo transistor ( 1 1 ) ;  y una 

tercera conexión ( 2 3 ) común a la  citada impedancia de base 

(19) y a la  impedancia de emisor (2 0 ) .

2 . -  Aparato según la  reivindicación 1, caracte­

rizado porque la  impedancia de base (19) está dispuesto 

para derivar parte de la  corriente de colector de cada uno 

de los transistores, desviándola del emisor (16) del segun­

do transistor ( 1 1 ) ,  y la  impedancia de emisor (2 0 ) se em­

plea para lim itar la  relación entre las corrientes desvia­

das y l a  corriente que pasa por e l mencionado emisor (1 6 ) 

del segundo transistor (1 1 ) .

3 . — Aparato según cualquiera de las  reivindica­

ciones precedentes, caracterizado porque uno de los transis­

tores (10) es de empalme PNP, y el otro; transistor (11) es 

de empalme NPN.

4. -  Aparato según cualquiera de las reivindica­

ciones precedentes, caracterizado porque la  impedancia de

( 1 8 ) del segundo transistor ( l l ) .

5 .-  Aparato según cualquiera de las reivindica­

ciones precedentes, caracterizado porque la  impedancia de 

emisor ( 2 0 ) se dispone principalmente para reducir el fac -

base (19) coaprende un inductor

30
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tor de amplificación de corriente del aparato a niveles a l ­

tos de corriente, y la  impedancia de base (19) se emplea 

sobre todo para reducir la  corriente de fuga a través del 

segundo transistor ( 1 1 ) .

6 .  -  Aparato según la  reivindicación 4, caracte­

rizado por comprender una resistencia (27) conectada en se­

r ie  con el citado inductor (26).

7 .  -  Aparato según la  reivindicación 6 , caracte­

rizado porque la  impedancia de base (19) comprende una re­

sistencia (28) que pone en derivación el inductor (26) y la  

resistencia ( 27 ) conectados en serie.

8 .  -  Aparato según cualquiera de las reivindica­

ciones precedentes, con dos situaciones de conexión y des­

conexión, caracterizado porque la  impedancia de base (19) 

se dispone para proporcionar un factor de amplificación de 

corriente más alto durante e l intervalo de conexión del apa­

rato que durante las situaciones de desconexión y de cone­

xión del aparato.

9 . -  Aparato según la  reivindicación 1, caracte­

rizado porque la  impedancia de base (19) os aj;ustable para 

regular e l factor de amplificación de ccorriente del apara­

to.

10. -  Aparato según la  reivindicación 1, caracte­

rizado porque la  impedancia de base (19) es ajustable para 

regular la  corriente de fuga a través del segundo transis­

tor (1 1 ) .

11. -  Aparato según la  reivindicación 1, caracte­

rizado porque la  impedancia de base (19) se dispone para 

ajustar e l factor de multiplicación de corriente de dicho 

aparato a niveles bajos de corriente.

12. — Aparato según cualquiera de las reivindica-

30



terizado por una resistencia de reacción (25) conectada a

* la  base (15) del primer transistor (1 0 ) ;  una disposición

polárizante (34, 33, 3 5 ) para e l emisor (13) y la  base (15) 

5 del primer transistor (10), y elementos polarizadores (42, 

41) conectados a la  base ( 1 8 ) del segundo transistor (1 1 ) 

a través de la  impedancia de base (19); siendo el primer 

terminal (2 1 ) de entrada, y el tercer terminal  (2 3 ) ,  de sa­

lida .

10 13 .- "Aparato regulador de un circuito eléctri­

co de tres terminales".

Esta memoria consta de dieciocho páginas escri­

tas a una sola cara.

BARCELONA,
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